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現在、多くの電子機器において、チタン酸バリウム（以下、BTO））系の積層セラミックコンデ

ンサが広く応用されている．一方，BTO は高温・高電界下での酸素欠陥のマイグレーションに由

来するとされる特性劣化や、相転移温度が室温に近いために誘電率の温度依存性が高い、といっ

た問題を抱える．そうした中，BTO に代わる次世代型の電子材料としてランタンチタン酸窒化物

（LaTiO2N（以下、LTON））等のペロブスカイト型酸窒化物が注目されている［1］．しかし，LTON

の高密度なバルク体の合成はこれまで達成されておらず，その電子物性が十分に明らかとされて

いない．そこで，本研究では、その物性を解明するため、高周波マグネトロンスパッタリング法

を用いたエピタキシャル成長によって LTON の薄膜結晶を合成することを目的とした． 

ランタンチタン酸化物（La2Ti2O7）焼結体をターゲットとして用い，高周波マグネトロンスパッ

タリング法により，SiO2, n型 Si，(111) Pt:薄膜付き Si，(001) SrTiO3（以下、STO），(001) Nb添加

SrTiO3（以下、Nb:STO）の各基板上に製膜した．窒化のための窒素源とて窒素ガスを利用し、ア

ルゴンと窒素の混合ガスをスパッタガスとして用いた．製膜は，投入高周波電力を 30 W，基板-

ターゲット距離を 4.6 cm，基板温度を 800 °Cに固定し，スパッタリングガス中の窒素含量を 575%

の間で変更させた． 

製膜条件ごとに厚さ 3090 nmの薄膜が各基板上に得られた．光吸収率測定より算出された，各

STO基板における薄膜のバンドギャップ（Eg）は平均 2.17±0.02 eVであった．得られた Egの値は

製膜条件によるバラツキが少なく，化学量論組成の粉末状 LTON において報告された値（Eg= 2.1 

eV）と一致していることが分かった［2］．X線回折測定において Nb:STOと STO 基板の 001，002

回折ピーク近傍にLTONの002，004回折と同定されるピークがそれぞれ2[CuKα]= 22.19°と45.20°

付近で観測された．これらのピークより，LTON 薄膜は Nb:STO と STO 基板上にエピタキシャル

成長していることが確認された．学会発表では，スパッタリングガス中の窒素含量が膜組成や膜

構造に与える影響を発表する． 
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